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Ha sido bien establecxdo que la resistividad de las pellculas delgadas dependc fuertemcnle de su estructura
Para entender mejor dicha influencia se comparé la resistividad residual (0°K) de peliculas obtenidas por

. evaporacnén en vacio y por ion-plating. Las peliculas obtemdas por esta iiltima técnica se caracterizan por tener

" un didgmetro’de grano menor, y tmayor umformxdad en tamaiio-y forma de los granos. La resistividad residual .
fue determinada midiendo la resxsuvxdad a distintas temperaturas para muestras de distintos .espesores. - El

tamafio de grano se obtuvo por mxcr()scopla electrémca de transm)snon
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‘Las pehculas delgadas deposntada§ por ion-.

plating (I-P) se caracterizan por tener un tamafio
final de grano menor que las evaporadas en vacio
(E-V) y una mayor uniformidad en tamaiio y forma
de los granos?. Las propiedades fisicas de las peli-
culas dependen-de 1a estructura y. si bien hay traba-
jos donde se estudia la influencia de la técnica de I-
P sobre las propiedades tribolégicas friccién y des-
gaste, muy poco se ha hecho sobre las propledades
eléctricas 2. :

‘Varios autores mostraron quc, para pehculas '

delgadas depositadas en vacio, el mecanismo domi-
nante en la resistividad es el scattering en borde de

grano; calcularon el coeficiente de reflexién en el

borde-de grano y midieron la resistividad residual
(p(0)). También han observado que el tamafio de
grano aumenta con el espesor de las peliculas *

En este trabajo-se midi6 la resistividad resi-

‘dual de peliculas policristalinas de oro obtenidas

por I-P y se comparé con los valores obtemdos para
pellculas E-V.

IL PARTE EXPERIMENTAL

El método de I-P ha sido descripto-¢n un tra-

bajo.anterior ’. Los pardmetros de depésito fueron:

presion de argén 20 um Hg, potencial catédico 3
kv y )ﬂenmdad de corriente en el sustrato 0.7 mA/
cm?/ Las pchculas depositadas por E-V se obtuvie-
ron a una presién de 10° mmHg.

Las pellculas de oro fueron- deposntadas sobre
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‘sustratos de vidrio cbming 7059 para’las medicio- -

ncs ‘eléctricas y sobre monocristales dé ClNa para su

' observacmn por TEM. oo S
*-El' espesor de las peliculas fue mcdldo por
' lntelferometrfa 6ptica.’ PR S :

.La resistividad a temperatura amblentc se mi-
di6 por el método de las cuatro puntas. La resisti-

“vidad en funcién de la temperatura fue medida usan-

do una configuracién tipo “Hall bar pattern”® en el

rango 5-300 °K. Las mediciones fueron hechas cada

2-4 °K utilizando un equipo del Laboratorio de Bajas

Temperaturas de la FCE y N (UBA).

- IIL. RESULTADOS Y DISCUSION

En la-Fig. | se f‘nueStra la relacién entre tama-
fio de grano y espesor para peliculas E-V y I-P.

Mientras que en las peliculas E-V el didmetro de
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Fig. 1. Tamano de grano vs. espesor para peliculas E-
VylP, Vacm (+); lon-plating M
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. Fig. 2 Reststzwdad vs. lemperatura para peliculas E-V. (a):
ooA (b) 680 4 y para peliculas I-P: (c): 400 A; (d) 650A

Flg 3: Micrografias correspondientes a las peliculas de la Fig.
2. Didmetro de grano: (a): 650 A; (b): 800 A; (c): 290 A; (d):
280 A. Aumento: 8000 X.
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grano va aumentando a medida que aumenta el es- -

pesor, en las peliculas I-P el didmetro se mantiene
pricticamente constante para todos los espcsores

observados. |
En las Figs. 2a-d se muestra la variacién de la
resistividad con la temperatura para peliculas. obte-

a la resistividad es independiente de la temperatura
también se explica que el TCR varie en las peliculas
E-V y permanezca constante en las I-P cuando cam-
bla el cspesor

r

ESPESOR CIAMETRO RES}?}TIVIDAD RESISTIVIDAD TCR '
A GRANO A piiom - pLcm ppmi°C.
i (_300‘? K) (0°K) (30-100°K)
. ION 400 290 779 575 " 1380
PLATING 650 280 7.80 " 5.68 1340
‘ , .
400 | 650 1.62 1.53 3560
vacio 680 " 800 2.49 102 3790

|
nidas por las dos técnicas. En ambos casos las
mediciones fueron hechas para dos espesores.

Las dos peliculas E-V tienen distintos p(0) y
coeficiente térmico de resistencia (TCR).!La de ma-
yor espesor tiene una resistividad menor y un TCR
mayor. : .

En cambio las peliculas I-P tienen igual p(0)
y TCR en ambos casos. |

En las Figs. 3 a-d se muestran las micrografias
correspondientes. La pelicula E-V de mayor espesor

tiene un tamafio de grano de 80 nm mieriitras que la
de 41 nm de espesor tiene un tamaiio de grano de -

65 nm. i

Para las pcliculas I-P el tamafio de grano es
pricticamente igual para los dos espesores mostran-
do una mayor uniformidad en tamafio y forma. de
los granos. Esto es consecuencia de las especiales
caracterfsticas de nucleacién y crecxmlento de las
peliculas debidas al bombardeo i6nico permanente
del sustrato durante el depésito!. !

En el cuadro se muestran los valores obteni-
dos. y

Teniendo en cuenta que la mayor contribucién a

la resistividad es el scattering en borde de grano, se
puede explicar, que mientras para las pehculas E-Vel
p(0) es menor cuando el espesor (tamafio de grano)

- es mayor, para las peliculas I-P p(o) sea el mlsmov

para los dos espesores.
Ademds como la contribucién de los defectos
: it

n
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IV. CONCLUSIONES

~ :Se ha determmado el valor de la resistividad
residual de peliculas obtenidas por ion-plating y se
ha comparado con peliculas evaporadas. En las pe-
liculas depositadas por ion-plating la resistividad re-
sidual es independiente del espesor.
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